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Test iz Projektovanja (Digitalnih) Integrisanih Kola

1. Odrediti broj peleta &ije su dimenzije 5x10 mm?i cenu peleta, ako se koristi podlaga pre¢nika 300mm
¢ija je cena 335€. Parametri procesa su Nper= 0.15 defekta/cm? i 0=3.75. Poznato je:

CD = CP/(NDPD)I N[I) = T[d/ﬂ ZSD, PD = (1 + NDEFSD/a)_a, gde Je SD pOVI’§lna peleta 1 d preénik
podloge.

D

Np = 1318.
Cp=0.274€ .

Sp = 50mm?, P, = 92.84% (0.2), N}, = 95 (0.2), N, = 1318 (0.2)
M, = NyPp = 1224 (0.2),Cp = ;—’; =0.27377 € (0.2)

D

2. Sta je CMP postupak u CMOS procesu i éemu sluzi?

Chemical-Mechanical Planarization je postuk planarizacije povrsine podloge (wafer-a). (1)

3. Odrediti kapacitivnost inverzno polarisanog PN spoja popreénog preseka S=50um?, koncentracije
akceptora Na=1.5x10%® cm™ i donora Np=0.75x10'cm™2 pri naponu inverne polarizacije Vr=0.8V na
sobnoj temperaturi T=300K. Pdrazumevati strmi PN spoj. Poznato je: &5, = 11.68¢, & = 8.85 X

_12 F _ KT, (NaN qes; VR~
10 12% n; = 101%m=3 |V, =;ln( ‘:l_ZD),C’]-O =Sj /i(NAHND), Ci=Cio - (1 +V—§) .

Cj= fF.
V, = 772.8mV (0.3), ;o = 18.3fF (0.35),C; = 12.9fF(0.35)

Rezim rada pri kome je napon izmedu gejta i osnove (balka) manji od napona praga. (1)

4. Sta je podpragovski rezim rada MOS-FET tranzistora? |:|

5. Sta je fringe kapacitivnost veze u ICu ?
Kapactivnost veze koja poti¢e od bo¢nih linja elektri¢nog polja. (1)

6. Ako se duzina kanala tzv. square-low MOS-FETa smanji 4 puta fr tranzistora se aproksimativno:

O smanji 3 puta, |:|

[ poveca 4 puta ili
poveca 16 puta. (1)

7. Primenom Elmorove formule proceniti kasnjenje R R C
signala za kolo sa Sl.1 od ¢vora A do, t’ — A y

a) ¢vora B, ;E
B

tpaB
n(2) = (1R, + (C; + C4 + C5)(Ry + Ry) A R, R, R,

+ C3(Ry + Ry + Rs) (0.5) ¢, Lc, =c,




b) i ¢vora C,
tpAC
In(2)

8. Sa grafika sa Sl. 2 ocitati,
tpLH = 3ns, (0.35)

tpnL = 4ns, (0.35) i izracunati,
tp, =3.5ns. (0.30)

9. Odrediti relativne dimenzije gejtovaa i bsa Sl. 3
tako da kasnjenje duz kriti¢ne putanje od ¢vora A do
¢vora B bude minimalno. Kapacitivnost opterecenja Cr
je 70 puta veca od ulazne kapacitivnosti jedinicnog
invertora. Relativni odnos dimenzija PMOS i NMOS

tranzistora jedini¢nog invertora je 2/1.
a= 4.536.

b =15.432.
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10. Nacrtati elektricnu Semu na tranzistorskom nivou kojom se implementira logicka funkcija,

Y = A& B & C i dimenzionisati tranzistore po kriterijumu toLH = tpHL. Relativni odnos dimenzija PMOS
i NMOS tranzistora jedini¢nog invertora je 4/1. Pod pretpostavkom da su svi ulazi statisticki nezavisni,

odrediti tranzijentnu aktivnost,
o0—1=10.94%.
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